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Enable to integrate ESD design solutions in custom IO/IC, 
economically and without performance compromisesy p p
‐ Faster time to market

S ll t ili l t‐ Smallest silicon area layout

‐ Optimized ESD and IC performance

‐ Lower R&D/IP risk and expense

‐ Easy integration and adoptionEasy integration and adoption

‐ Quality solutions and support

TSMC Design Center Alliance partner (DCA)TSMC Design Center Alliance partner (DCA)

UMC IP Alliance partner
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R b k d i IDM F bl F d b iRobust track record in IDM – Fabless – Foundry business

Product proven in 8 CMOS generations, BiCMOS, BCD…p g , ,
‐ Since 2002: 433 volume production ICs released

In 2007: 19 ICs released in 65nm CMOS‐ In 2007: 19 ICs released in 65nm CMOS
‐ Announcing 40nm silicon proven solutions by August 2008



Trends in IC design Impact on ESDTrends in IC design Impact on ESDTrends in IC design – Impact on ESDTrends in IC design – Impact on ESD

Cost and complexity of next generation IC development

Differentiation: features performance time‐to‐marketDifferentiation: features, performance, time to market

… driving the need for fast design cycles, IP re‐use and 
design portabilityg p y

I ESD h IC i fl iblImpact on ESD: each IC requires flexible, easy‐to‐
integrate, product proven, portable ESD solutions
which do not compromise the circuit performance



ESD design enablementESD design enablementESD design enablementESD design enablement

Product proven, portable ESD design becomes an enabler 
of competitive differentiationp
‐ Enable best IC functionality and performance

High speed/RF: low capacitance and zero resistance signal loadHigh speed/RF: low capacitance and zero resistance signal load

Flexible: solutions for any custom circuit or requirement

E i ll t ili l tEconomic: smallest silicon area layout

‐ Enable volume ramp and production on different processes
Product proven solutions

Clean IP mitigating infringement liabilities

First time right ESD design

Sarnoff Europe ESD design solutions and tools driveSarnoff Europe ESD design solutions and tools drive 
critical success factors in advanced IC design



ESD design enablement TakeChargeESD design enablement TakeChargeESD design enablement – TakeCharge ESD design enablement – TakeCharge 

We match our offer to the customer needs
‐ TDS – TakeCharge Design SolutionTDS  TakeCharge Design Solution

One IC/one problem solutions

Fast turnaround in less than 3 weeksFast turnaround in less than 3 weeks

‐ TDK – TakeCharge Design Kit
d l f l lCustom design tool for multiple IC per process

Full solution package

Readily available for major foundries in 0.18um to 65nm CMOS

40nm CMOS TDK available from August 2008

‐ TakeCharge Maintenance 
Product implementation supportProduct implementation support

Tool and technology updates
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TakeCharge Design Kit – Solutions and toolTakeCharge Design Kit – Solutions and tool

solution selection optimization GDSII reference cells
Powerclamp Circuit 
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Calculate Rbus

training engineering support documentation

Rbus, VSS [Ω] 0,08
Imax, Vss [A] 18,80
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Voltage [V]
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Th k !Th k !Thank you!Thank you!

Explore SARNOFF EUROPE IP at ChipEstimate.com

Use SARNOFF EUROPE ESD DESIGN SOLUTIONS to plan 
your next custom IC design!

Please stay and talk with Katty and Benjamin

Vi it ti t b th b 334Visit us any time at our booth number 334


